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RESENJA
1.
a) Uiy =3V R =80, % .
+
v
B
20

b) Uy =—4V: R, =2Q. C e AN
+

0V, =5V

d) Uap=0, tako da je snaga koja se disipira na otporffunula, bez obzira na vrednost otporndsi.

2. Ryw =R +(B+DR,

A

3. a)Zy=34 1n=0.2§0.4 3 Z,
B

. R, C»

b) Zp=3- Rp=3Q Cp=3.18uF oM A }_Q

c) S=1/64/18 P=1/6W Q=-1/18VAr

d)

ip(t)= éA cos(1000007 —45°7)

3
4.
0. 0= Vop < Ve = 0.6V, T — OFF, DZ — OFF

1
vy =45 Wee —Vae). 0.6V < Vp < 2V —Vp; =94V, T —DAR,DZ — OFF

W, — Vg, 0.4V < W, < 12V, T—DAR,DZI —Z
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5.

a)
Roy Rs,

Res + Rz Yoo Rez + Ry B
Ip=— (Vs = Vi )

t = —_Vﬂn + IpA;

Ip=— (V= Ve = Ve P = %Wﬂ +Vop = IR = V)

Ips % 0.61mA(Vee & 3.78 = VTN)

Ve =Vop 0

Ipz ® 1.64mA (Vs & 1.72 < VTN)

Ip=1Ip
b)
Tge = T
Ty — T Vi 15
R- zﬂmvgs‘l'azﬂmvu"'ﬂ_n
Ry
v, = — 'fgiﬂ;-—l:]v.
: RD+R,—; *
¥y D
Ay =—==—o——(gnRe - 1
0= RDJFRF(gmr ) )
i) i) F
Rir;.z;fl_ 2 = - Vi

i, GV 1-4,

, g IR Rp
Ry = Res [|ResIRL EmVes

C) - - - -
Om =ﬁ-' EIDiNRE 1.56msS
Ry = Ip wTn & 2.0k0
Ay + gmBp
R, = 1.04k0

6.a) I,=1.+3l, =1.03mA

b)
Oms = Ime = Im :VZBIDS =\/ZBIE =1ms

Oms =+/2Blo, =+/2BI, = 1.41mS

C)

V, =0=Vec-Rplp, - Ryp =12Q
Vigs =Viyy #4205, /B = 2.41V -V, =— 159 =Vec—R, | o,
R, =-1.59/ = {/cc+ 159 )A,, = 27.18Q

d) Kako se radi o dva pajavaia redno vezana, diferencijalnog i sa zajékim sorsom pojé&anje iznosi:
8= 0, 2 (-0,uRor) = 2(-1.4119 = - 23¢

e) Ako je v, =0.1mV cosut, av,, = -0.2mV coqat + 77 / § efektivna vrednost napong
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V,, =0.1mV/y/2

V,, = (—o.sz/J—z)( COST+ | sim’fj
6 6

0.1mvV . i
Vo =Var =Yoo ==‘ﬁ‘(@+zl)=v«ﬂe“”

V, = o.qu@ =~ 0.19mV

V, =230V, = 44mV
=——

a
a)
GND
?H T .
1+ = -
1N4go3
|l
.
‘L: Vin Vour — ——1 “Voe
1N4003

b) Posto se beta kolo sastoji od gejeata sa zajediikim emiteroniije je poja&anje negativno, ziada
je koeficijent beta negativan, pa se povratna spvega na plus.

c)
P, =20mW=1,V, = |, =P, N, = 6.67mA
(10V-3V)/R=6.67mA= R= 1.05K

Napon sa zener diode se p@g@a neinvertujéim pojaavaemcdije je poj&anje1+R, /R . Sleduje:
-3(1+R, /R)=-5= R, IR = 2= R,= 20

d)

Na osnovu maksimalne disipacije:
PDZmax :30mW: IZ maxVZ = IZ max: PDZ maxNZ = 10mA
(IVymin [-3V)/1.05K2 = 10mA=V, . = - 13.5V

Na osnovu granice z&sinja tranzistora:
V, o = ~5V = Ve = 5.2V



